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PACKAGE OUTLINE DRAWING FOR 8-SOIC w/ EXPOSED PAD
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~0.101(2.56)

PIN 1 1D

TOP VIEW BOTTOM VIEW

SEE DETAIL "A"

/
[ N\ ¥ oost(1.30) ! J%E
t] I:I |:| I:l [j 0.067(1.70)
—) | SEATING PLANE ' _L 0.0075(0.19)
0.000(0.00) % ’ T 0.0098(0.25)
0.013(0.33) 0.006(0.15) -__~
0.020(0.51) SIDE VIEW

0.050(1.27)
BSC
FRONT VIEW 0.010(0.25) . -
"‘ ~0.020(0.50) X
GAUGE PLANE

0.010(0.25) BSC

0.024(0.61 0.050(1.27 ‘*—L,/
( )_.‘ ’$ _.| F a2 s 0.016(0.41)
_A—H HIH H 0.050(1.27)
0.063(1.60) —} o+ -}~ |- - —————
- ! DETAIL "A"

- Y
|

— 4 - - — L | -0.103(2.62) |—0.213(5.40)

: OTE:

! '

! 1) CONTROL DIMENSION IS IN INCHES. DIMENSION IN

| BRACKET IS IN MILLIMETERS.
. | —| U A 2) PACKAGE LENGTH DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH,

| PROTRUSIONS OR GATE BURRS.

3) PACKAGE WIDTH DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH

[4-0.138(3.51) > OR PROTRUSIONS.

4) LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING)
SHALL BE 0.004" INCHES MAX.

RECOMMENDED LAND PATTERN 5) DRAWING CONFORMS TO JEDEC MS-012, VARIATION BA.

6) DRAWING IS NOT TO SCALE.
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	应用：
	概述：
	HE3342E是一款面向5V供电输出高达2A锂离子电池充电芯片。它是采用1.5MHz固定频率的同步降
	典型应用：
	                          图1. 典型应用原理图
	引脚设置：
	             图2. ESOP-8L 引脚定义图               图3. D
	引脚描述：
	使用说明：
	工作原理
	充电电流设定
	电池充电的电流IBAT ,由连接在SW端及BAT端的外部电流检测电阻Rs确定(如典型应用图)，Rs可
	充电终止
	当充电电流在达到最终悬浮电压之后降至设定值的1/10时，充电循环被终止。该条件是采用一个内部滤波比较
	在待机模式中，芯片对BAT引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到4.05V的再充电门限 （VREC
	充电状态指示
	芯片过温保护
	如果芯片温度升至140℃的预设值以上，则一个内部热反馈环路将减小充电电流，直到150℃以上电流减小至
	电池过温保护
	为了防止温度过高或者过低对电池造成损坏，芯片内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量TS管
	在温度TL时，第一管脚TS端的电压为：
	在温度TH时，第一管脚TS端的电压为：
	由VTEMPL＝VHIGH＝K2×Vcc (K2=0.8)；VTEMPH＝VLOW＝K1×Vcc (
	�  𝑅�1�=��𝑅�𝑇𝐿��𝑅�𝑇𝐻���𝐾�2�−�𝐾�1����(𝑅��

	如果电池内部是正温度系数（PTC）的热敏电阻，则 RTL<RTH，可以计算得到：
	综上所述待设定的温度单位与电源电压 Vcc 无关，仅与 R1、R2、RTH、RTL 有关；、RTH、
	欠压闭锁
	一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控，并在 VCC 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式
	限流及输出短路保护
	内部集成多种保护，芯片输入端限流最大峰值电流 3.5A，以防止电流过大引起芯片损坏。当输出端电压低于
	手动停机
	自动重启再充电
	外围器件选择
	输入输出电容：
	可以使用多种类型电容器，但需要高品质的功率电容。用多层陶瓷电容器时尤其必须谨慎，有些类型的陶瓷电容器
	电感：
	为了保证系统稳定性，在预充电和恒流充电阶段，系统需要保证工作在连续模式（CCM）。根据电感电流公式：
	其中ΔI为电感纹波、FS为开关频率，为了保证在预充电和恒流充电均处于CCM模式，ΔI取预充电电流值，
	PCB 散热布局
	ESOP8&DFN封装的外形尺寸较小，出于对芯片的散热考虑，PCB板的布局需特别注意。由此可以最大幅
	封装描述：ESOP-8
	封装描述:DFN3X3-8L
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